
Lehrplankonzeption
Techniker Mikrotechnologien

Welcher Grundgedanke steht hinter dieser 
Lehrplankonzeption?

Erläuterungen zu den Qualifizierungsstufen 
der Handlungsfelder!

Berufliche Schule des Kreises Steinburg – Fachbereich Mikrotechnologien
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1. Handlungsfeld - Grundlagen:
• Grundlagen
• Ofen
• Parameter
• Messmöglichkeiten
• Prozessüberwachung…

Beispiel Diffusion I 
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Beispiel Diffusion II
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2. Handlungsfeld - Veränderungen:
• Ficksche Gesetze
• Formeln
• Korrekturen zur Theorie 
• Erproben
• Messen
• Verändern

( )
ee

e
tD

Qt,N
⋅⋅π

=0

( )
e

v

x
xNteN ⋅

⋅
=

π
02,0

Tk
E

B

A

eDD ⋅
−

⋅= 0








−⋅⋅⋅=

0
12

N
NtDvx G

j

( ) 










⋅⋅π⋅
⋅⋅⋅=

tDeN
QlntDx

G
ej 2

BSI – FB MT 4



Beispiel Diffusion III
3. Handlungsfeld - Verknüpfungen:
• Konzentrationen, Tiefen, laterale 

Abmessungen, Widerstände, 
Toleranzen etc. abstimmen

• Prozessfolge planen
• Materialien u. Prozessparameter 

bestimmen 
• Qualitätskriterien festlegen
• Prüfungen planen 
• Prozess- Material- und 

Informationsfluss festlegen  
• Erproben
• Messen

Prozessierung

Erzeugung der
Subkollektorgebiete
mit der BN-Maske

•Implantationsmaske
Thermische Oxidation 
bei 1100 °C
40 min feucht – 0,65µm

•Prüfung mit Interferometer
-
•Fotoprozess mit BN-Maske
-
-
-
•Prüfung 
-
•Antimonionenimplantation
-
-

•Diffusion durch 
Langzeitofenprozess
-480 min, 1230°C,
-300 min in Stickstoff/
Sauerstoffatmosphäre
-180 min mit reinem Sauerstoff
(Restschäden werden durch ver-
stärktes Oxidwachstum abgetragen
Defektarme Substratoberfläche für
nachfolgende Epischicht)
pn-Übergang bei 7µm,
SiO2 von 0,4µm

P-Substrat mit
Ns = 6*1015
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Weitere Beispiele…

Die Systematik der Handlungsfelder I – III
lässt sich exemplarisch auch an weiteren 

Bereichen der
HLT, AVT und MST darstellen!



Beispiel Löten I  II  III (für AVT)
• I. Grundlagen
- Grundlagen des Löten
- Lötanlagen
- Prozessparameter …

• II. Veränderungen
- Temepraturprofile
- Anlagensteuerung
- Inspektionen
- Lötfehler bestimmen

• III. Verknüpfungen
- Pflichtenheft
- Produktdaten abstimmen 
- Prozessparameter festlegen
- Prozess- Material- und 

Informationsfluss 
festlegen …
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Beispiel Sensor I II III (für MST)
• I. Grundlagen
- Prozessfolgen der 

Oberflächenmikromechanik  
- Materialkombinationen 
- Funktionsprinzipien der Sensorik
- Prozessparameter z.B. 

Trockenätzen, DRIE
- Messungen…

• II. Veränderungen
- Prozessparameter verändern z.B. 

DRIE-Prozesse
- Schichteigenschaften 

beeinflussen
- Schichtstress ermitteln und 

reduzieren
- …

• III. Verknüpfungen
- Pflichtenheft
- Gesamtprozess beurteilen
- Prozessfolgen planen und 

verändern
- Gesamtfunktion überprüfen und 

Messen…

BSI – FB MT 7


	LehrplankonzeptionTechniker Mikrotechnologien
	Handlungsfelder Fertigung
	Beispiel Diffusion I
	Beispiel Diffusion II
	Beispiel Diffusion III
	Weitere Beispiele…
	Beispiel Löten I  II  III (für AVT)
	Beispiel Sensor I II III (für MST)

